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性 と考える｡解析の結果 (図2)多くの可能な磁気構造の中で0(反強磁性 :AF),1/3.
3/5,1(F)構造が選択的に出演 し3段のメタ磁性を示すことが分かった｡特に3/5構造は
注目すべき新 しいもので実験結果ともよくあっている (図 1)｡しかし､AF-1/3転移
は10kOe程度と小さく､期待される磁化は点線のようになってしまう｡そこで等磁場では
局在 した f電子がAFを作る'よりもf電子 と伝導電子が混成 してHFを作ったほうがエネ
ルギー が低 くHFが安定であると仮定することにより､HF-1/3を美浜値と合わ してHF
エネルギーを評価 した｡解析で得られたパラメーターは J｡S2/k-ll.lK.JIS2/kニー0.2K.J2S2/k-
-0.9Kであ り､多段のメタ磁性にはJ｡とJ2の間のブラスル シーョ) が強 くきいていることがわか
る｡このようにHFを磁場で壊す様子を初めて定量的に解析することに成功した｡
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